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(57)摘要

本发明公开了一种MWT+PERC太阳能电池的

生产方法，刻蚀工艺中在扩散后的电池片上保留

PN结，然后退火；打孔工艺中，制作圆锥形孔洞，

电池片正面孔洞直径小于背面孔洞直径；背钝化

工艺时，在孔洞内部生成Al2O3膜；镀膜工艺时，

孔洞背面和正面的SiNx膜都从表面向孔洞中部

生长，最终在孔洞中相交汇，镀膜工艺后，孔洞内

部形成SiNx膜，在结合之前的PN结和Al2O3膜，改

善漏电情况；在堵孔过程中，选择合适的堵孔浆

料，控制浆料对PN结、Al2O3膜和SiNx膜的侵蚀，

进一步改善漏电情况，在接12V反向电流下，漏电

流为2A及2A以下。同时保证浆料不会剥离、脱落

的情况分发生。
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1.一种MWT+PERC太阳能电池的生产方法，其特征在于：刻蚀工艺中在扩散后的电池片

上保留PN结，然后退火；打孔工艺中，制作圆锥形孔洞，电池片正面孔洞直径小于背面孔洞

直径；背钝化工艺时，在孔洞内部生成Al2O3膜；镀膜工艺时，孔洞背面和正面的SiNx膜都从

表面向孔洞中部生长，最终在孔洞中相交汇，镀膜工艺后，孔洞内部形成SiNx膜；在堵孔过

程中，选择谷阳03号堵孔浆料。

2.如权利要求1所述的MWT+PERC太阳能电池的生产方法，其特征在于：所述刻蚀工艺中

在扩散后的电池片上保留部分PN结。

3.如权利要求1所述的MWT+PERC太阳能电池的生产方法，其特征在于：对于meye设备，

所述背钝化工艺时，在Al2O3膜厚在开口处为18nm，往孔洞中逐渐变薄。

4.如权利要求1所述的MWT+PERC太阳能电池的生产方法，其特征在于：对于ALD设备，所

述背钝化工艺时，在Al2O3膜厚在开口处为2-3nm，往孔洞中逐渐变薄。

5.如权利要求1所述的MWT+PERC太阳能电池的生产方法，其特征在于：镀膜工艺时，在

孔洞内部形成SiNx膜，且SiNx膜覆盖孔洞内部；孔洞背面开口处的膜厚为130±10nm，正面

面开口处的膜厚为80±5nm，往孔洞内部逐渐减少，直至相交汇。
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一种MWT+PERC太阳能电池的生产方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种MWT+PERC太阳能电池的生产方法，属于太阳能电池组件生产加工

技术领域。

背景技术

[0002] MWT技术和PREC技术都可以提高太阳能电池的效率，运用两者技术，单晶太阳能电

池最高达到22.0％以上，黑硅多晶太阳能电池最高达到21％以上。其前景美好，但由于MWT

技术的原因(孔洞要绝缘)，其漏电是一道急需解决的难题。

[0003] 从理论上MWT+PERC的电池的孔洞中无需PN结。因为应用PERC技术，可在正反面形

成有绝缘相关的SiNx膜。实际生产中，背面孔洞可以不保留PN结，因为背面光滑且SiNx膜足

够厚。但孔洞内部形成的膜很薄，且孔洞内并非光滑，有裂缝和凸起；加剧了漏电情况。因此

孔洞内需要PN结。

[0004] 现有技术中，MWT+PERC太阳能电池生产工艺中的掩膜工艺，保证孔洞内部和背面

孔洞周围的PN结，减少漏电的发生。但增加掩膜工艺，提高了成本。若无掩膜保护，在刻蚀

时，孔洞内部PN结会被侵蚀，会增加漏电的产生几率。

发明内容

[0005] 发明目的：针对现有技术中存在的问题与不足，本发明提出一种MWT+PERC太阳能

电池的生产方法，在改善漏电性能的前提下，降低生产成本。

[0006] 技术方案：一种MWT+PERC太阳能电池的生产方法，刻蚀工艺中在扩散后的电池片

上保留PN结，然后退火；打孔工艺中，制作圆锥形孔洞，电池片正面孔洞直径小于背面孔洞

直径；背钝化工艺时，在孔洞内部生成Al2O3膜；镀膜工艺时，孔洞背面和正面的SiNx膜都从

表面向孔洞中部生长，最终在孔洞中相交汇，镀膜工艺后，孔洞内部形成SiNx膜，在结合之

前的PN结和Al2O3膜，改善漏电情况；在堵孔过程中，选择谷阳03号堵孔浆料，控制浆料对PN

结、Al2O3膜和SiNx膜的侵蚀，进一步改善漏电情况，在接12V反向电流下，漏电流为2A及2A以

下。同时保证浆料不会剥离、脱落的情况分发生。

[0007] 所述刻蚀工艺中在扩散后的电池片上保留部分PN结。

[0008] 对于meye设备，所述背钝化工艺时，在Al2O3膜厚在开口处为18nm，往孔洞中逐渐变

薄。

[0009] 对于ALD设备，所述背钝化工艺时，在Al2O3膜厚在开口处为2-3nm，往孔洞中逐渐变

薄。

[0010] 镀膜工艺时，在孔洞内部形成SiNx膜，且SiNx膜覆盖孔洞内部；孔洞背面开口处的

膜厚为130±10nm，正面面开口处的膜厚为80±5nm，往孔洞内部逐渐减少，直至相交汇。

[0011] 有益效果：与现有技术相比，本发明所提供的MWT+PERC太阳能电池的生产方法，可

以保证电池效率和改善漏电情况的前提下，减少工序，降低成本，保持竞争力。

说　明　书 1/2 页

3

CN 109545906 A

3



附图说明

[0012] 图1是本发明实施例的孔洞及周围结构示意图；

[0013] 图2是本发明实施例的孔洞内部示意图。

具体实施方式

[0014] 下面结合具体实施例，进一步阐明本发明，应理解这些实施例仅用于说明本发明

而不用于限制本发明的范围，在阅读了本发明之后，本领域技术人员对本发明的各种等价

形式的修改均落于本申请所附权利要求所限定的范围。

[0015] 以158.75*158.75mm尺寸的黑硅多晶为例，刻蚀工艺中在扩散后的电池片上保留

部分PN结，然后退火；打孔工艺中，制作圆锥形孔洞，电池片正面孔洞直径小于背面孔洞直

径，如图1所示；背钝化工艺时，在孔洞内部生成Al2O3膜；镀膜工艺时，孔洞背面和正面的

SiNx膜都从表面向孔洞中部生长，最终在孔洞中相交汇，镀膜工艺后，孔洞内部形成SiNx

膜，在结合之前的PN结和Al2O3膜，改善漏电情况；

[0016] 如图2所示，孔洞内部有由刻蚀后残留的PN结、Al2O3膜和正背面的SiNx膜一起形成

的保护层，防止堵孔浆料接触P-Si基区，造成漏电。正背面的SiNx膜在孔洞中交汇，则效果

最理想。

[0017] 在堵孔过程中，选择谷阳03号堵孔浆料，控制浆料对PN结、Al2O3膜和SiNx膜的侵

蚀，进一步改善漏电情况，在接12V反向电流下，漏电流为1A及1A以下。同时保证浆料不会剥

离、脱落的情况分发生。

[0018] 背钝化工艺时，在Al2O3膜厚在开口处为18nm(meye设备)和2-3nm(ALD设备)，往孔

洞中逐渐变薄。

[0019] 镀膜工艺时，在孔洞内部形成SiNx膜，且SiNx膜覆盖孔洞内部；孔洞背面开口处的

膜厚为130±10nm，正面面开口处的膜厚为80±5nm，往孔洞内部逐渐减少，直至相交汇。
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图1

图2
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